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Analog_GND

5D-20

RT2

高压部分，注意和低压的间距

功率部分，注意走线要粗，保持高压间距

供电电容靠近12脚VCC与10脚GND,
1-8脚元器件的地单点接到10脚GND，
辅助绕组稳压部分的地也接到此处Driver_GND

高压部分，注意和低压的间距

使用分体电容，可减小启动硬开关冲击电流

EG6599 Layout设计注意事项V1.0

HVG与OUT差分对走线 OUT

外围元器件布局靠近对应引脚

Power_GND Power_GND

Driver_GND

驱动电路靠近MOS管

芯片VCC电容地单点粗线
接到MOS管地Power_GND

MOS管与谐振电容地粗线接到
输入大电容的Power_GND

谐振电容地与MOS管地
布局靠近并用粗线连接
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